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요약

목적 : 인플레인 스위칭(In-Plane Switching) 방식의 구동방법을 응용하여 LDD폭 조절용 폴리머를 균일하게 형성시
킬 수 있는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 대해 개시한다. 또한, 이에 이용되는 전착 공정용 장비에 대해 
개시한다.

    
구성 : 본 발명은 소정 공정을 진행하여 게이트전극 및 스토리지 캐패시터용 전극을 동일 평면 상에 형성시킨 기판을 전
착 공정용 장비에 침지시켜 게이트전극에 폴리머를 전착시키는 폴리머 전착공정을 포함하는 박막트랜지스터 액정표시
장치의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법은 공급되는 일정 전원에 의
해 게이트전극에 폴리머를 형성시키기 위해, 폴리머 전착공정은 기판에 형성된 게이트전극에 일단을 접속시키고 스토리
지 캐패시터용 전극에 타단을 접속시켜 진행하는 것을 특징으로 한다.
    

효과 : 게이트전극에 균일한 폴리머를 형성시켜 LDD 폭을 정밀하게 조절할 수 있으므로 누설전류를 차단하여 소자의 
특성을 향상시킬 수 있다.

대표도
도 1
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색인어
전착, LDD

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전착 공정용 장비의 개략적인 구성을 나타낸 도면,

도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 게이트전극과 스토리지 캐패시터용 전극의 접속 상태를 개략적으로 나타낸 도면,

도 3은 종래의 전착 공정용 장비의 개략적인 구성을 나타낸 도면이다.

**도면의 주요부분에 대한 부호의 설명**

100 : 게이트전극 120 : 전해액

140 : 배스(bath) 160 : 스토리지 캐패시터용 전극

180 : 전원공급부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 특히 인플레인 스위칭(In-Plane Switching) 방식의 구동방법을 
응용하여 LDD폭 조절용 폴리머를 균일하게 형성시킬 수 있는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 관한 것이다. 
또한, 이에 이용되는 전착 공정용 장비에 관한 것이다.

박막트랜지스터는 표시특성의 우수성 때문에 액티브 매트릭스 액정표시장치(Active Matrix Liquid Crystal Display)
와 같은 평판 표시소자 등에서 픽셀의 온/오프 스위칭소자로 널리 활용되고 있다. 이 때, 여기에 적용되는 박막트랜지스
터는 내전압성과 온/오프 전류비가 높아야 하는 조건을 충족해야 한다.

박막트랜지스터의 종류는 비정질실리콘 트랜지스터와 다결정실리콘 트랜지스터가 알려져 있으며, 비정질실리콘에 비해 
다결정실리콘이 전자이동도 등을 비롯한 여러면에서 성능과 신뢰도가 우수하여 더 좋은 평가를 받고 있지만, 고온 분위
기에서 박막을 형성시켜야 하는 문제점이 있어서 일반적으로는 비정질실리콘 박막트랜지스터가 실용화되고 있다.

그러나, 최근 엑시머레이저 장비 등을 활용하여 저온의 분위기에서 다결정실리콘막을 형성할 수 있는 기술적 진보가 이
루어짐에 따라 다결정실리콘 박막트랜지스터에 대한 관심이 고조되고 있는 실정이다.

    
다결정실리콘 박막트랜지스터의 제조에는 기본적으로 비정질실리콘을 성막하고 여기에 엑시머레이저를 조사하여 비정
질실리콘을 다결정실리콘으로 막성장시키는 방식이 채용되고 있다. 이렇게 얻어지는 다결정실리콘 박막트랜지스터의 
전류 특성은 단결정 실리콘 소자에 비견할 정도에 이르고 있다. 그렇지만 다결정실리콘은 많은 부분에서 특유의 트랩 
준위를 가지고 있으므로 오프 상태에서 누설전류가 다량 발생하며 비정질실리콘 박막트랜지스터에 비해 공정수가 많아
지는 단점을 보인다. 이를 해결하는 방법으로 소스전극과 드레인전극 사이로 도핑되지 않은 영역, 즉 오프셋(off set) 
영역을 형성시켜 누설전류를 차단하려는 시도가 행해지고 있고, 더 나아가 오프셋 영역에 LDD(lightly doped drain) 
영역을 추가하여 안정화시키는 방법 등이 시도되고 있다.
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한편, LDD를 형성을 위한 여러 가지 방안이 제시되고 있으나, 상기 LDD 형성에 따른 마스크 수의 증가에 따라 공정수
가 많아지고 제조비가 상승하는 문제점이 대두되고 있다. 또한, 소스전극과 드레인전극과의 사이가 미세해짐에 따라 정
밀한 LDD 폭의 조절이 어렵다는 문제점이 있다. 그래서 게이트전극에 폴리머를 전착시켜 LDD 폭을 조절하는 전착법
이 제시되고 있다.

이 전착법은 전착 공정용 장비에서 이루어지는데, 도 3에 잘 도시되어 있다.

도 3은 종래의 전착 공정용 장비의 개략적인 구성을 나타낸 도면이다. 도 3을 참조하면, 종래의 전착 공정용 장비는, 소
정의 공정을 수행하여 노출된 게이트전극(10)에 폴리머를 형성시키기 위해 모노모를 포함하는 전해액(12)과, 상기 전
해액(12)을 담고 있는 배스(bath, 14)와, 상기 게이트전극(10)에 일단을 접속시키고 타단에는 카운터전극(16)을 접
속시켜 일정 전압을 인가하는 전원공급부(18)로 이루어져 있다.

이와 같이, 전원공급부(18)의 일단은 게이트전극(1)에 접속되고, 타단은 카운터전극(16)에 접속시키고 있음을 알 수 
있다.

이 때, 상기 카운터전극(16)으로는 Cr, Ni, Ag, Au, Zn, Sn, Cu, Fe, Al, Pt, V 등의 재료를 사용하며, 이들 재료에서 
선택된 1종 또는 2종 이상의 성분으로 합금시킨 것을 많이 사용한다.

상기와 같은 구성을 하는 전착 공정용 장비에 소정의 공정, 예를 들어 게이트전극을 형성한 기판을 침지시켜 폴리머 형
성 공정을 진행하는데, 상기 카운터전극과 게이트전극 사이의 거리, 전원세기, 및 전원인가시간 등에 의해 상기 게이트
전극에 소망하는 두께의 폴리머를 형성시킨다.

그런데, 실제 게이트전극에 폴리머가 형성되는데, 상기 게이트전극의 상면과 측면에서 폴리머의 형성 두께에 차이가 발
생하는 문제점이 있다. 이로 인해, 이후에 진행되는 LDD 영역을 정의하는데 있어 폭 조절이 어려워지는 문제점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 정밀한 LDD 폭을 조절하기 위해 게이트전극에 균일한 폴리머를 형성시킬 수 있는 박막트랜
지스터 액정표시장치의 제조방법을 제공하는데 있다. 또한, 이에 이용되는 전착 공정용 장비를 제공하는데 있다.

    
상기한 목적들을 달성하기 위해 본 발명은 소정 공정을 진행하여 게이트전극 및 스토리지 캐패시터용 전극을 동일 평면 
상에 형성시킨 기판을 전착 공정용 장비에 침지시켜 상기 게이트전극에 폴리머를 전착시키는 폴리머 전착공정을 포함
하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 적용되는데, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방
법은 공급되는 일정 전원에 의해 상기 게이트전극에 폴리머를 형성시키기 위해, 상기 폴리머 전착공정은 기판에 형성된 
게이트전극에 일단을 접속시키고 스토리지 캐패시터용 전극에 타단을 접속시켜 진행하는 것을 특징으로 한다.
    

이 때, 상기 게이트전극에는 양극을, 스토리지 캐패시터용 전극에는 음극을 접속하여 폴리머 전착공정을 진행하는 것이 
바람직하다.

또한, 상기 스토리지 캐패시터용 전극은 공통전극인 것도 바람직하다.

    
한편, 본 발명은 소정의 공정을 진행하여 게이트전극 및 스토리지 캐패시터용 전극을 형성시킨 기판을 침지시켜 폴리머
를 형성시킬 수 있도록 마련된 전착 공정용 장비에 관한 것으로, 본 발명의 전착 공정용 장비는 상기 폴리머를 형성시키
기 위해 모노모를 포함하는 전해액과; 상기 전해액을 담고 있는 배스(bath)와; 상기 게이트전극에 일단을 접속시키고 
스토리지 캐패시터용 전극에 타단을 접속시켜 일정 전원을 공급하는 전원공급부;를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 
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한다.
    

    발명의 구성 및 작용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전착 공정용 장비의 개략적인 구성을 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하면, 본 발명의 
전착 공정용 장비는 소정의 공정을 수행하여 노출된 게이트전극(100)에 폴리머를 형성시키기 위해 모노모를 포함하는 
전해액(120)과, 상기 전해액(120)을 담고 있는 배스(bath, 140)와, 상기 게이트전극(100)에 일단을 접속시키고 타
단에는 스토리지 캐패시터용 전극(160)을 접속시켜 일정 전압을 인가하는 전원공급부(180)로 이루어져 있다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 게이트전극과 스토리지 캐패시터용 전극의 접속 상태를 개략적으로 나타낸 도면이
다. 도 2를 참조하면, 전원공급부(180)의 일단은 게이트전극(100)에 접속되고, 타단은 스토리지 캐패시터용 전극(16
0)에 접속시키고 있음을 알 수 있다. 이 때, 상기 게이트전극(100)에는 양극(anode)을, 스토리지 캐패시터용 전극(1
60)에는 음극(cathode)을 접속하여 폴리머 전착공정을 진행한다.

먼저, 상기 전착 공정용 장비에 침지되는 기판에 이루어진 공정에 대해 간단히 설명한다.

기판 상에 버퍼층을 선택적으로 적층하고, 상기 버퍼층 상에 비정질실리콘을 증착시킨다. 이 비정질실리콘에 레이저를 
조사하여 다결정실리콘으로 막성장시키고 패터닝하여 활성층을 정의한다. 이후, 상기 활성층을 포함하는 상부에 게이트
절연층을 증착한다. 또한, 이 게이트절연층 상에 금속층을 증착하고 패터닝하여 게이트전극(100) 및 스토리지 캐패시
터용 전극(160)을 형성시킨다.

여기서, 인플레인 스위칭 방식의 액정표시장치를 제조할 경우에는 상기 스토리지 캐패시터용 전극(160)은 일반적으로 
공통전극이 된다.

이와 같이, 게이트전극(100) 및 스토리지 캐패시터용 전극(160)이 형성된 기판을 상기 전착 공정용 장비에 침지시킨
다. 이 때, 폴리머는 중합 반응법에 따라 실시되는 것이며, 구체적으로는 용매에 녹여진 모노머를 함유하는 전해액(12
0)에 게이트전극(100)을 침지시킨 후, 전해액(120)으로 넣어진 전극에 전기를 인가하여 전기 반응이 일어나게 함으
로써 적층되게 한다.

이 때, 본 발명의 특징부로서, 상기한 바와 같이, 공급되는 일정 전원에 의해 상기 게이트전극(100)에 폴리머를 형성시
키기 위해, 상기 폴리머 전착공정은 기판에 형성된 게이트전극(100)에 일단을 접속시키고 스토리지 캐패시터용 전극(
160)에 타단을 접속시켜 진행한다. 이 때, 상기 게이트전극(100)에는 양극을, 스토리지 캐패시터용 전극(160)에는 음
극을 접속하여 폴리머 전착공정을 진행한다. 이 때, 전해액(120)은 Bu 4NPF6 , Bu4NClO4, HCl, H2 SO4 , HN03 , HCl
O4등에서 선택된 1종을 사용한다.

한편, 사용 가능한 모노머는 비닐 모노머와 아크릴 모노머, 아릴 모노머가 있으며, 아크릴 모노머의 경우는 메틸메타아
크릴레이트(MMA), 아크릴 아마이드, 아크릴산 등에서, 또한 비닐 모노머는 아크릴로니트릴, 스틸렌, 아릴 모노머로는 
아릴 벤젠 등이 사용 가능하다.

이후, 폴리머가 코팅된 게이트전극(100)을 마스크로 하여 고농도 이온 도핑을 행하면 상기 폴리머에 실드된 부분을 제
외한 양 단부는 고밀도 도핑되어 소스전극 또는 드레인전극을 도출하기 위한 콘택층으로 된다.

다음에 상기 폴리머를 제거하고 게이트전극(100)을 마스크로 하여 저농도 이온 도핑시키면 LDD 영역을 형성시킬 수 
있다.

    발명의 효과
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상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법은, 인플레인 스위칭방식의 구동에 의해 게
이트전극에 균일한 폴리머를 형성시켜 LDD 폭을 정밀하게 조절할 수 있으므로 누설전류를 차단하여 소자의 특성을 향
상시킬 수 있다.

본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하
여 많은 변형이 가능함은 명백하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

소정 공정을 진행하여 게이트전극 및 스토리지 캐패시터용 전극을 동일 평면 상에 형성시킨 기판을 준비하는 단계와;

상기 기판을 침지시켜 폴리머를 형성시킬 수 있도록 마련된 전착 공정용 장비로서, 상기 폴리머를 형성시키기 위해 모
노모를 포함하는 전해액과, 상기 전해액을 담고 있는 배스(bath)와, 상기 게이트전극에 일단을 접속시키고 스토리지 캐
패시터용 전극에 타단을 접속시켜 일정 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하여 이루어진 전착 공정용 장비에 침지시
키는 단계와;

공급되는 일정 전원에 의해 상기 게이트전극에 폴리머를 형성시키기 위해, 상기 기판에 형성된 게이트전극에 상기 전원
의 일단을 접속시키고 스토리지 캐패시터용 전극에 상기 전원의 타단을 접속시키는 단계와;

일정한 전원을 공급하여 상기 게이트전극에 폴리머를 전착시키는 단계를 구비하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제
조방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 게이트전극에는 양극을, 스토리지 캐패시터용 전극에는 음극을 접속하여 폴리머 전착공정을 진
행하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 스토리지 캐패시터용 전극은 공통전극인 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 
제조방법.

청구항 4.

게이트전극 및 스토리지 캐패시터용 전극을 형성시킨 기판을 침지시켜 폴리머를 형성시키기 위해 모노모를 포함하는 
전해액과;

상기 전해액을 수용하는 배스(bath)와;

상기 게이트전극에 일단을 접속시키고 스토리지 캐패시터용 전극에 타단을 접속시켜 일정 전원을 공급하는 전원공급부
;를 구비하는 전착 공정용 장비.
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摘要(译)

目的：公开了一种用于制造液晶显示装置的薄膜晶体管方法，该方法应
用平面切换（面内切换）模式的驱动方法，并且可以均匀地形成用于
LDD宽度控制的聚合物。此外，公开了用于其中的电沉积方法的设备。
配置：本发明涉及用于制造液晶显示器件的薄膜晶体管方法，包括在预
定工艺中进行的聚合物电沉积工艺，并且在用于设备的共面上浸入栅电
极和形成用于存储电容器的电极的基板。电沉积过程和电沉积聚合物到
栅电极。并且，根据本发明的用于制造液晶显示装置的薄膜晶体管方法
将一端与在聚合物电沉积工艺上形成的栅电极连接，在基板上形成聚合
物，所提供的固定电源和另一个固定电源。端部连接到用于存储电容器
的电极并且其前进。效果：由于在栅电极中形成均匀的聚合物并精确控
制LDD宽度，因此漏电流被切断，器件特性得以改善。电沉积和LDD。
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